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Cawr0 DB LA INVENCICN

El conductor eléctrico de la invencidn es par-
ticularmente adecuado para aglicaclones de &lta Tewmpera-
5 tura que requieran conductancia uniforme, tales como
el encendido por chispa de un automévil. ¥l conductoer
breferido combina las ventajas de las Tioras de vidrio
conductoras con las capecidades de servicio e tenmpera-
tura slta de un revestimiento de Tefldn semiconductor.
10 Los problemas de interferencias eléctricas
con las comunicwzciones, incluidas la radio y la tela=-
visidn, han dado como resultado ciertus noruss oricig
les aplicables a los cebles del encendido de los auto
méviles, por ejemplo. Adicionalmente, la temperatura
15 en el interior del capé de un sutomdvil ha aumentado
constantemente, devido al empleo de wmotorses de mayor
potencia y @ los\disyositivos de control ae las emisio
nes, requiriendo capacidades de servicio a teaueraturs
mds alta sera todos los componentes del motor, con in-
20 clusidn de los cables del encendido. Bstos requisitos
han criginado una necesidad urgente de cables du encen
dido que tengan ceiacidades de servicio a temperatura
eleveda y uca cenductancia unirforue, condiciones que
son sutisfechas por el conductor y el método ue esata

25 invencidn. Adicionslmente, las ventajas del conductor
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eléctrico de esta invencidn son particulurmeonte adecuds-
das pura otras aplicaciones, con inclusidn de elewentos
de calentamiento sere apuratos utilisados en &l hogar y
para aplicaciones de serviclos severo, tules como eleumsn
5 tos de calentawiento de vias de acceso y eleuentos de
celentamiento Ge canalones que estdn sometidos a la in
temperie, a iawuvactos y a desgwpste.
El conductor eléctrico mejofado de este inven
cidn incluye un nucleo conductor, wmedios para retener
10 los elementos del nicleo en una seceidn wvransversal cir
cular uniformé y medios pers asegurar una conductancia
uniforme entre el nucleo y un revestimiento semiconduc
tor. En la realizaci§n preferida, el nucleo incluye una
pluralidad de fibrus condﬁctoras, Tales como les fibrus
15 conductorss deserites en la natente de los Bstados Unidos
N2,3.24§.020, la cusl ha sido cedida al cesionario de la
presente solicitud de petente. Les ribras son retenidas
en condiciones de seguridad en un haz cilindrico median
te devanado de filasumentos no conductores, bajo tensiodn,
20 alrededor de las fibrus del nucleo. Los devanados de fi
lamentos estdn preferivlemente sepsrados, en lugar ds
enlazados, a fin de fucilitar la separacidn del nicleo,
¥y estdn distanciados uniformemente pera pruporcionsr
une metvriz de espacios no conductores que aseguren una

25 conductanciy uniforme. Xl revestimiento semiconductor
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incluye, preferiblemente, politétrafluoretileno, debi-
do & su capacidad de servicio a temperatura alta y & su
resistencla al desguste, e incluye una suspensicn de par
t{culss conductoras finas, preferiblemente grafito o car
bono.

En ld realizacidn ureferida, el arrollamiento
incluye dos capas de dévanado separadas, en lugar de una
trenza, disposicidn que es wds fdcil de desprender y pro
porcicns una separacidn mis unirorme entre los Ffilamen—
tos. La separacidn se controle preferiblemsnte entre 1,59
¥y 4,76 nm, medidos entre los puntos ‘de cruce, lo cual, en
combinacién.cén el revestimiento sewiconductor, proporcio
na una conductancis unirforme entre el revestimiento y el
nicleo. EL espesor‘del arrollamiento puede controlarse
también con mayor exactitud, y prereriblemente estd com
grendido entre aproximedamente 127 y 254 micras.

Bl reyestimiento de politetrafluoretilenc es
también mds fécii de desprender que los revestiumientos
convencionules de cuucho sintético, y reduce o elimina
las interferencias eléctricas, lo cual constituye un ob
jetivo fundamentul de la yresenfe invencion. Se profie—
ren las parficulas de grafito o de curbono debido a que
las_particulas tienen un tamado sustancialmente unitor-
me y son couercialmente &isequibles a un precio mis redu

cido que otras particulas conductoras. in la realigacion



preferida, el politetrafluéfetileno incluye aproximada
wente 2 a 30%, en peso, de particulas de grarfito o de
carbono en suspeﬁsién.
Otras ventajas y csracteristicas meritorias
5 del conductor aqui descrito se comprenderén mejor & par
tir de la descripeian que sigue ds las realizaclones prg
feridns, asi como de los dibujos sdjuntos y de las rei-

vindicaciones.

10 ' Diss CHIPCION BREVE DE LOS LIBUJOS

La figura 1 es una visia en perspectiva, con
porciones en cortee que representa una realizacidn del
conductor eléctrice;

15 B la figuras 2 es una viste en perspectiva, par
cialmente esquemdtica, del nucleo conductor y del métg
do de devanado del errollamiento en. ls fabricacidn del
conductor sléetrico representudo en la figura 1; y

la figura 3 es una vista desde un extremo del

20 conductor eléctrico representudo en la figure 1.

DESCHIPCION i La RSALIZACION PREF:ZRIDA

81 conductor aislado 26 representado en las

25 figuras 1 y 3 incluye un nicleo conductor 22, un arro-
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llamiento no conduc£or 24 y un revgstimiento semiconduc
tor 26. En la realizacidn preferida, el micleo se compo
ne de una pluralided de Tibres conductoras slargadas 38,
como ge muestra en la figura 3. Las fivras ooﬁductoras
pueden estar formadas a portir &e filamentos de vidrio
por el método descrito en lu patente de los Estados Uni
dos N® 3,269.883, la cual he sido cedida al cesionario
de la »resente solicitud de patente. Puede hacerse tapm
bién referencia a la patente de los Estados Unidos Niumg
ro 3.247.020, |

CEL arrollamiento 24 domyrende devanados de fila

" mentos no conductores, tales como los filamentos de vidrio

descritos en la patente de los Estados Unidos N? 2.333.961
y vendides por ol éeaionario de la presente solicitud de
patenté como "Vidrio E" ("E Glass"), Los filamentos se dg
vunan preferiblemente bajo tensidn en capas separadas, en
lugar de trenzadas, como se muestra en la figura 2, El
primer fiiamento‘28 se devuna alrededor‘del nﬁcléo ba jo
tensidén pera formar una primera capa 30 y el segundo £i
lagento 32 se devana bsjo tensidn sobre la nrimera capa
para Formar una segunda cape 34, qua por regla general

es perpendicular a la primera cepa. El método de devang
do que se muestra en la figura 2 incluye dos husilles 36
que mantienen en tensidén los filamentos 28 y 32 durante

el devanado.
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Lo; filomentos se devunan preferiblemente bajo
tensidn a fin de controlar con exsetitud le seccidn trang
versal circuler del naz de fibrss 22, lo cual es .articy
laruente importanﬁe pera el wntenimiento de unw conduc—
tancia unifore, cowmo se describe & continuacildn. Como
se observari por el examen de las figuras 1y 2, los ag
venados de filauentos estén sepsrudos preferiblemente 59
bre el nicleo 22 a iin de sropsorciongr una wetriz unifor
me de aoerturas 37 en forwma de dlamunte, no aislantes o
conductoras. kn le realizucidn preleride, los riiamentos
estén separsdos uniroruemente & uny divtunciu do 1,99 @
4,76 mu, swedide Longitudinelmente sovre el ndcleo dssde
los puntos de cruce; y sl eopesor del arrollamiento eutu

comprendido entre ayroximmdamnente 127 o 254 aicres e rfin

- de, projoreionar uny conductancis uniforme w=ntre el reves

tiniento semiconductor 26 y el hdcleo conducvor 22.

Los filamentos pueden devanarse sobre el nicleo
én un aparatokde devanado conveaciouad, wui cowmo una uni
dad de doble revestimiento, a 11.CCC r.p.m., por ejemplo.
Se hs encontrado gerticularmente &decuzda una teasidn po
sitive de gproximedenente 50 gramos/denier, para retener
la seceidu trensversal circular el nucleo £2. En los cz
508 en que la seperacidn entre los filauentos eu sayor
que 4,7v wn, 8¢ Lroduce un efacto &e culenuria o de lazo

entre el revestimiepto Seuiconductor y el micleo, con
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pérdidas por efecto corona. Cusndo la eeparaciéh es mis
pequera, la formacidn de arco estd limiteds.

Cowmo se ha desecrito arribe, el devsnado del
arrollemiento bajo tensidn, es a2rticularmente importan
te para el conductor de la presente invencién, a £in de
msntener el micleo de fibra de vidrio en un haz cilin-
drico que tenga una seccién trensverssl uniforme. La sec
cién transversal uniforme del haz ssegura une conductan
cie mds uniforme en los hiles de fibra de vidrio conduc
tores de esta invencidn y limita asi le radiscidn disper
ga, £l devanado del arrollamienfo en dos cupas hace que
dicho arrollamiento sea més fdcil de retirur, lo cual es
particwlarmente importsnte en ciexrtes aplicaciones del
conductor de esta invencidn. Le separacidn uniforme de
los filamentos, como se ha descrito arr;ba, en combing
cién con el revestimiento semiconductor Y el espesor uni
forme del arrollamiento asegurs tawbién una conductancia
uniforme. ) '

El revestimiento 26 es una capa uniforme de
un material semiconductor, que forma una pantalla con
tra la radiscidn para el conductor. kn la realizacidn
preferida, el revestimiento es urn materivi resistente
a las temperaturas altas y & la friceidn que tiene sus
pendidas en él particulas finas de un polvo conductor,

El meterial preferido para el revestimiento es un poli



tetrafluoretileno wemiconductor, ¢l cual preusenta al
uenos cuutro vente jus en el cenductor de euta inven-
cién: (1) el politstrsrluoretilenc que lleve uartfcu-
lag conductoras en suspension prouorcions une pantelle
5 eléotrica excelente, eliminsado la radiscidn disperss;
(2) el politetraflucretilenc es mis ficil de desprender
que los productos de caucho sintético convencional, eli
mindndose asi una eplicacidn de capn de desprendimiento;
(3) el politetrarfluoretileno exhibe ca,acidedes excelen
10 tes pera el servicio & temperstura elevadu; y (4) el po
' litetrafluoretileno protegs el nﬁcleo'ﬁabido a su bajo
coeficiente de friccidn. un clertss aplicaciones pueden
utilizarse otros uzteriales, con inclusidn de "Silastic®,
que es un caucho de silicons seuiconductor que se puede
15 adquirir de Dow Corning Corporstion.
: . El msterial conductor prerferido es un itveriul
de grafito ¢ carbono constituido por particulas, sun cuan
do pueden utilizsrse tambidén otros muteriales conductores.
_ El srurito es relutivauente baravo y suede adquirirse co
20 wercialmente en intervelos de tawado uniformes. il inter
veloe ae téuados mdximo preferido pars el polvo de arafi-
to es aspyroximeduisente 10 de une a tres micrés ¥y 90% me-
nor de una micra. ' '
En el método preferido de forumcidn del reves

25 timiento, el micleo y el arrollamiento se susersen en

27'9-740 - 9 -



ung solucidn de politetrafluoretileno, se limpien frotén
dolos con una metriz de metal 0 de caucho ¥y se curan en
uns ftorre vertical llena de gas. Ei politetrafluoretile
no puede adquirirse comerciulmente de E.I. duPont de Ne
5 mours Company bajo la denominacidn comsrcial de “Yerldn".
Las part{culas de grafito o cerbono se siaden al Peflén
en forma de solucidn, 12 cual puede ::..luir tembien un
meterial de carge, tal como éilicona, agentes humectan
tes, etec. Una solucion de grafito adecuada, por ejemplo,
10 incluye 100 partea en volumen de poiltetrafluoretileno,
27,3 parﬁes en volumen de grafito y 62,7 purtes en volu
men de agua. El gréfito total en estu composicion es 22/
en peso. El porcentsje preferido de grufito en el reves
timiento estd comprendido entre mproximadamente 11 y 9Cw
15 "en peso, dependiendo Gel intervalo de resistencia prefe
rido de la aplicacidn., En un cable de encendido, por ejem
plo, la resistencie preferida es aproximadamente. 164 ohmios
por ocmj en cambio, en un elsmento de calentador, le resis
tencia preferids es-aproxiumdamante 4,92 a 5,58 ohmios por
20 cm. El aspesor preferido del revestimiento es aproximada=
mente 127 2 254 micras.
£l conductor aislado de estu invencidén puede -
utilizarse, por tanto, como un cable de encendido, por
ejemplo, por extrusidén de un. aislamiento primsrio, tal

25 couo caucho de silicona, sobre el revestimiento, reten

27-9-740 . - 10 -~
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oidn del aislamiento yrimsrio con una trenze de fibre
de vidrio y forumcidn de una cawisa exterior sobre la
trenza de una caterisl adecnado, con inclusidn de cuu
cho de silicona. Lstas opgraciones subsigzulentes no se
reivindican como perte del conductor eléctrico o mévg
do de estsy inveneidn,

£l método preferido de fubricacidn del condug
tor eléctrico aisledo 20 de esta invencidn incluye por
tanto el empaquetemiento de una pluralidad de tibrus con
ductoras alargadas 38 en un nicleo generalmente cilinari
co 22, como Se rmeutrd en la figurs 2. Bl nlwero de fi-
bras dependerd de la aplicacion psrticular & gue se deg
tine el conductor; no obstante, un nicleo adecuado tiene
60 Tfibras de vidrio conductorss, teni-ndo cadu fivra un
diéme%ro de @proxicadumente 127 micras, y formindose asi
un ndcleo cilfndrico que tiene un diduetro de sproximada
mente 1,27 mm., 21 método incluye, as{ pues, el devanado
bajo tensidn de cupas separadss (30 y 34) de filamentos
no conductores 28 y 32, cowo se muestra en la figura 2,
para retener de modo sezuro lus fibras 38 del ndcleo en
una seccidén transversal éircular uniforme. Los rilsuen-
tos 28 y 30 estan preferibleumente, separados unirormemen
te ¥ devunados -de uaners oblicua sobre el nucleo pare
proporcionar una mutriz constituida por aberturas 37 ro

3 » ~ - ’
alsluntes en forwa de dlaemante, les cusles esvan separg
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das de un modo uniforme tento ax;él como longitudinsluen

te sobre el micleo a fin de asegurar una conductancia uni
forme entre el nicleo 22 y el revestimiento semiconductor
26. _

Por ultimo, el nicleo y el arrollsmiento se re
cubren con un reveétimiento semiconductor 26, que prefe-
riblemente es de politetratluoretileno, y que tiene sug
pendidas en él particuias fines de z..fito o casrbono. En
le realizacidn prererida, el revestimiento ircluye entre
aproximadamente 2 y 30y en peso de particulus de grafito
o carbono. El revestimiento semiconductor puede aplicur~
se al nucleo y al arrollamento por inmersion del ndcleo
en una solucidn de politetrafluoretileno, como se ha deg
erito afriba, limpi;do del revestimiento mediante frotu-
miento con una matriz de mgtal o de cauc¢ho y curado en
una torre vertical. Une temperatura de curado adecuada
paera el politetrefluoretilano es aproximadamente 3602C,

" El conductor eléctrico de esta invencidn eli
mine sustancislmente las interferencias & la televisidn
¥y la radio, por ejemplo cuando se utiliza en un cable de
encendido de tipo de chispa, como se ha descrito arriba.
Adends, el conductor aislado de esta invencidn es ﬁarti

culax:mente adecuado para aplicaciones de servicio a tem

‘peratura alta, superior & 232,2°C, al mismo tiempo que

elimina la radiacidon dispersa.
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia, no nueva, pero
no establecida, practicada ni divulpgoda en Espafia, que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten-
te de Introduceidn, por DIBZ afios, son los que se recogen
en las reivindicaciones siguientes:

le.~ Un cable de encendido a alta temperatura,
que comprende, en combinacién, un nucleo conductor que in-
cluye una pluralidad de fibras de vidrio alargadas y condugc
toras de la electricidad dispuestas en un haz cilindrico que
tiene una seccién transversal uniforme, dichas fibras de vi-
drio retenidas firmemente en dicho haz cilindrico por al mg
nos dos devanados de filamentos de vidrio separados dispues
tos oblicuamente que forman un arrollamiento no conductor,
dichos devanados distribuidos uniformemente sobre dicho nd-
cleo, en disposicidn separada, formando una matriz de abertu
ras conductoras uniformemente separadas y un revestimiento
semiconductor que recubre dichos ndcleo y arrollamiento, com
prendiendo dicho revestimiento una capa de tetrafluoretileno
polimerizado gque tiene aproximadamente de 2 a 30 por ciento
en veso de partfculas finas de grafito suspendidas en el mis

no,

- 13 -
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22,- Un cable segin la reivindicacién 12, carac
terizado por el hecho de que dichos filamentos de vidrio se
hallen en tensién, alrededor de dicho ndcleo conductor, a
fin de asegurar la seccidén transversal uniforme de dichs .ni
cleo,.

32,~ Un cable segin la reivindicacién 12, carac-
terizado por el hecho de que la separacidén entre dichos fila
mentos de vidrio es aproximadamente de 1,59 a 4,76 mm, medi-
da longitudinalmente sobre dicho nfdcleo entre puntos de cru~
ce.,

48,~ Un cable seglin la reivindicacién 12, carac
terizado por el hecho de que el espesor de dicho arrollamien
to es aproximadamente de 127 a 254 micras.

52,- Un cable segin la reivindicacién 12, que com
prende, en combinacién, un nicleo conductoér que incluye una
pluralidad de fibras flexidles, un arrollamiento que retiene
dichas fibras en un haz cilfindrico gue comprende al menos dos
capas no entrelazadas de elementos lineales continuos y no
conductores que estén devanadas uniformemente en disposicibén
de retencién firme alrededor de dichas fibras del nicleo y
que proporcionan una porosidad de magnitud sustancialmente
uniforme a todo lo largo de la longitud de dicho arrollamien-
to, ¥ un revestimiento semiconductor de material flexible que
impregna dicho arrollamiento y que se comunica con dicho ni-

cleo conductor cilindrico de tal manera que se establece una

- 14 -
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conductancia sustancialmente uniforme entre el material del
revestimiento semiconductor y el micleo conductor a todo lo
largo de su longitud.
63,- Un cable de encendido a alta temperatura.
Tal y como se ha descrito en la lemoria gque an-
tecede, representado en los dibujod que se acompailan y con
los fincs que se han eapecificado,

Esta Memoria consta de quince hojag escritas a

niguina por una sola cara,
Madrid, 02.A60.1975
P.4,

Fernando de Klzahy
. Por

- 15 -
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